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１．概要（Summary） 

 光を用いた集積回路は、超高速・高密度・低消費電力

な情報処理を行える事から研究されている。しかし、光の

持つ回折限界や曲がり損失等の制約から、小型・高集積

化が困難である。本研究では、小型光集積回路を実現す

る為の導波構造として、コアが SiO2 の Trench 型プラズ

モニック導波路を提案する。提案する構造はサブ波長以

下での光伝搬や直角曲がりでの優れた透過効率等の光

集積回路の高集積化に適した特徴を持つ。また従来のシ

リコン加工プロセスで作製可能な事から、長距離伝搬に

適した Si 細線導波路と同時に作製でき、2 つの導波路を

組み合わせた光集積回路の新たな可能性を提示できると

考えている。実際にシリコン加工プロセスに沿った方法で

構造の作製を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・電子線描画装置（ELIONIX 社製、ELS-7500） 

・シリコン深堀エッチング装置 

（SPP テクノロジーズ社製、MUC-21 ASE Pegasus） 

【実験方法】 

Fig. 1 にトレンチ構造の作製方法を示す。電子線リソグ

ラフィ法により Ni マスクを作製し、エッチングで Si コア部

を作製、熱酸化により SiO2コアに転換し、熱蒸着によって

Ag を成膜した。トレンチ構造の導波モードは、構造の高さ

に依存したカットオフ値が存在し、その為コアを高い縦横

比で作製する必要がある。これを実現する為には、通常

の異方性エッチング方法では不可能だと考え、ボッシュプ

ロセスを用いて作製を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2 に作製したトレンチ構造の断面 SEM 像を示す。

構造のコアは高さ：約 0.7 m、幅：約 0.2 m で作製され

ている。このサイズパラメーターのトレンチ構造は、数値計

算上では、上述の光集積回路の高集積化に適した導波

モードを有し、また直角曲がりでの透過効率は 88.7%であ

る為、トレンチ構造のシリコン加工プロセスによる実現を実

証できたと考えている。今後は、作製した構造を用いて光

学測定による性能評価を行っていく。 
 

 
Fig. 1 Fabrication procedure of Trench-type 

plasmonic waveguide 

 
Fig. 2 Cross section SEM image of Trench 

Structure 
 

４．その他・特記事項（Others） なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

田坂直也 他、Trench 型プラズモニック導波路直角曲

がり構造の特性評価、レーザー学会第 41 回年次大会 

2021 年 1 月 20 日 

６．関連特許（Patent） なし。 


